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Mapeamento do campo elétrico em transistores poliméricos
por microscopia SFG

SOUSA, M. S.!; MIRANDA, P. B.!

marcos.silva sousa@ifsc.usp.br

Hnstituto de Fisica de Sdo Carlos - USP

A espectroscopia por geragdo de soma de frequéncia (espectroscopia SFG) é uma técnica poderosa e
versatil para estudos de superficies e interfaces. Ela permite obter o espectro vibracional de moléculas
orientadas preferencialmente em interfaces, mas sem contribuicdo de moléculas com orientac3o aleatéria,
tanto na interface como no volume dos materiais. Através da espectroscopia SFG pode-se realizar de
forma direta a identificacdo e determinaco da orientacdo de moléculas especificas. (1) Pelo fato dessa
técnica ser intrinsecamente especifica a interfaces, ela pode ser aplicada em dispositivos eletrénicos em
que os fendmenos importantes acontecem nas interfaces, como, por exemplo, em transistores por efeito
de campo orgénicos (OFETs). Desse modo, com a espectroscopia SFG é possivel ter um entendimento
completo de como ocorrem os eventos fisicos e quimicos nos dispositivos OFETs o que é essencial
para otimizar o desempenho e durabilidade dos mesmos. Nesse sentido, um tema importante para o
entendimento dos mecanismos de funcionamento de OFETs é o mapeamento do campo elétrico na
camada dielétrica, que é diretamente proporcional a densidade de carga no canal, e sua comparacio
com modelos tedricos do funcionamento de OFETs. Esse mapeamento usando a espectroscopia SFG é
possivel quando a simetria de inversdo da camada dielétrica é quebrada por meio da aplicacdo de um
campo elétrico intenso. Portanto, imagens obtidas por microscopia SFG do dispositivo em funcionamento
podem mapear o campo elétrico na camada dielétrica dos OFETs, que é proporcional a densidade de
carga ao longo do canal. Ela sera entdo comparada a modelos teéricos para o funcionamento de OFETs.
(2-3) Tal comparagdo servira para validar os modelos tedricos e indicar fenémenos que precisem ser
incorporados na descricdo completa do seu funcionamento. Com isso esperamos compreender melhor o
funcionamento de OFETs e este estudo pode ter implicacdes importantes para a melhoria do desempenho
de dispositivos optoeletrénicos organicos.

Palavras-chave: Transistores por efeito de campo. Eletronica organica. Espectroscopia SFG.
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